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Ukiad zawiera oslem przerzutnikdéw typu zatrszask ﬂétc.h/
z niezaleznymi oémioma wyjéciami 1Q + 8Q /rdéwnolegle:
wyjdcie danych/ 1 jednym wspdlnym  wejdciem DI - DATA
INPUT /szeregowe we]décle danyoch/.Ka2dy z przerzutnikiw
moze bydé indywidualnie adresowany 3-bitowym slowem a-
‘dresowym podanym na' :e_jéoia. Ay = A,. T

Wysoki stan we jdoia WE /WRITE ENABLE/ zamyka we jScie DI
/DATA IKPUT/. ; :
Wejdole CIR /CLEAR/ w stanle wysokim zeruje zawartosé
wszystkich oémin przerzutnikiéw. -

MCY 74724N

MCY 64724N

Os$miobitowy adresowalny
przerzutnik typu zatrzask

Informacja wstepna

MSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

Uktad wyprowadzeh : ~ Tabela funkoji i stanéw logioznych
We Jjécla Funke je ukiadu
Upp CLR WE DI 80 70 60 50. ¥E | cIR PRZERZUTNIK PRZERZUTNIK
[6] [i5] [e] [18] [12] [m] [io] [s] ADRESOWANY NIEADRES OWANY
0 0 POWTARZA DANE PAMIETA
S Z WBJSCIA DI | POPRZEDNI STAN
SPEINIA FUNKCJE MULTIPLEKSERA 1 z 8
. 0 1 . PORTARZA DANE ZERUJE
O =] 3] [ 5] (o] 77 [B] - ; Z WEJSCIA DI ZAWARTO0SC
Ap A1 Az 10 20 30 4Q Ugg 1 0 PAMIETA POPRZEDNI STAN
74724 1 1 ZERUJE ZAWARTOS(
Parametry dopuszczalne
/Usg = 0 V/
Wartosé
Oznaczenie Nazwa Jedn.
\ min max
Unp Napiecie zasilania v -0,5 +20
Ui Napigoie wejsciowe v -0,5 UDD + 0,5
I; : Prad wejéociowy mA -10 +10
ED : Moo rozpraszansa mW 500
tamb Temperatura otoczenla w czasle
pracy
MCY TheoooN % -40 +85
MCY 6heessN % 0 +70
tstg Temperatura przeoﬁowywania °c ‘=55 +125
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Parametry charakterystyczne statyczne

Wartosé Warunki pomiaru
Ozna- 0
czenie Nazwa Jedn. tamb min 23°¢ tanb max l:"I /'UO UDD
min' max min typ | max min max [Y] [\'] [?]
I]J]J Prgd zasilania 5 0,04 5 150 |035 5
:5;:;31‘ Bpo= oA 10 0,08 | 10 300 |0;40 10
.i20 « |o,04 20 600 |0;15 15
100 0,08 | 100 3000 |0;20 20
UIH Nspigcie we j- 345 3,5 35 0}5;‘*’5 b
Selome wispiog | 7 7 |13 0
14 14 11_ 1,5313,5 15
Uy Napigole wej- 158 1,5 145 0,534,5 >
e oraifimmiing |y > 3 3 139 10
4 4 4 135313,5 13
g Prad wejfoiowy A +0,1 +107°| 40,1 41 |o;18 18
UOH Rapigole wyj- | i’
gggg;;mr stanie V| Upp=0:05 | . Upp=0505| Upp Upp=0:03 03U, 5310515
UOL Raplgolie wy)=-
dolowe w stanie v 0,05 W0 0505 0,05 O;UDD 5310315
niskim
Ion Prgd wyjéolowy -0,64 -0,54 -4 -0,36 035 #._5 5
w stanle wysokim i -2 =g =72 -1,15 0;5 2,5 5
-1,6 =-1,3 =246 |° =-0,9 0310 9,5 10
~4,2 =34 -6,8 254 0315 13,5 15
Tor, Prad wyJdoiowy 0,64 0,51 1 0,36 035 0,4 5
w atanle niskim 1 1,6 ) 2,6 0,9 0310 0,5 10
4,2 3,4 6,8 2,4 0;15% 1,5 15
(=] . (e] ;
tamb min = ~40°C dla MCY 64....; 0°C dla MCY 7h....
e ey +85°C dla MCY 6h4....; +70°C dla MCY Th.-..
Parametry charakterystyczne dynamiczne
o
/tgpp = +25°C, t = t, = 20 ns, C; = 50 PF, Ry== 200 xS$2/
=0 Wartogé Warunki
2:2iie Nazwa Jedn. ) pomiaru
typ max U. [V‘]
DD
tPLH Czas propagacji zmiany sy- 200 400 5
al
gnaiu z niskiego na wysoki DI - nQ e 75 150 10
¥pHL Czas propagacji zmiany sy- o Ak 50 100 15
gnalu =z wysokiego na niski
— 200 400 15
WE — nqQ
/2] | B8 qo 160 10
60 120 15
225 450 5
A —=nQ
n-1 /97 ns 100 200 10
TH 150 15
tprr Czas propagacji zmiany sy- 175 350 5
gnalu z wysokiego na niski CIR — nQ 0
65 130 15
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cd. tabl,
e Wartodé Warunki
0:::IB Nagwa Jedn. pomiaru
o typ max UhD [V]
tTLH Czas narastania zbooza sy- 100 200 )
: gnsldv w:jé:iowich 2 50 4100 10
zas opadania zbooza sygna- .
THL téw wyjdoiowyoch 40 80 15
tw min Minimalna szerokoéé impulséw 100 200 5
) DI
/4/ ns 50 100 10
40 80 15
< 200 400 5
An-1 ns 100 200 10
/8/ 65 125 15
75 150 5
cla sy | ne 40 75 10
25 50 15
tSU Czas przygotowania danych i 50 100 5
we jSciowych przed przyj- DIz S WRE | aie 25 50 10
Sciem narastajgoego zbocza /6/
sygnazu zapisu WE 20 35 15
tH Czas przetrzymywania danych e 75 150 5
we Jéolowych po przejdociu DI — WE =) 40 75 10
naraatajqa;%p zbooza sygna- /1/
Tu zapisu 25 50 15
cIl Pojemnodé wejsciowa PF 5 745
n =138
Vs
\ / 50%
AgmAz 50%
i
tw
(L }}
U
WE / \ sov./
j T J U,
tw
(il u,
j { sou/
181 17 5
IH
CLR 50 %
\ / : Yy
L1
: “uu u THL |:; 7
10 P 0% o
S0%
t—ﬂﬂ Ugp.
i B ] )
e ::} - & -~ 3 ma l;) I" e
L1+]
Vo

Zaleinosci czasowe i definicje parametréw dynomicznych




